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Krzemowy potrdjnie rozproszony tranzystor bipolarny NPN ‘R

3DD13005 N7D

4

Przeglad produktu Cechy Parametry charakterystyczne
3DD13005 N7D to krzem + Niska strata przetaczania Jednostka oceny|symbolu
. * Maly prad uptywu wstecznego

Tranzystor przetgczajgcy moc typu NPN, VCEO 400 W

 Dobre wiascwosciw wysokich temperaturach

4 A

Produkt plaska, pierécien rc ciénienie

+ Odpowiednia predko$¢ przetaczania

Ptot (TC=25°C) 60w

Struktura terminala i kontrola czasu zycia nosnikéw mniejszosciowych

* Wysoka niezawodnos¢

Technologia zintegrowana z aktywna siecia anty-nasyceniowa aplikacja PakietTO -126F

sie¢, poprawiajgca napiecie przebicia produktu
+ Kompaktowa elektroniczna lampa energooszczedna

cinienie, predko$¢ przetaczania i niezawodnos¢. + Statecznik elektroniczny

+ 0gélny obwdd przetaczania zasilania

B
Warunki przechowywania i temperatura lutowania C E
Schemat struktury w
Okres waznosci przechowywania Warunki przechowywania Ekstremalna odpornos¢ na cieplo spawania C Q
Temperatura otoczenia -10°C40°C B
1 rok 265°C V
Wilgotno$¢ wzgledna <85%
I
Jezeli nie
okreslono inaczej, Ta = 25°C
Nazwa parametru symbol Wartos¢ jednostka
Napiecie kolektor-baza VCBO znamionowa 700 W
Napiecie kolektor-emiter VCEO 400 W
Napiecie emiter-baza Prad VEBO 9 w
staty kolektora Prad 4 A
impulsu kolektora (tp < 5 ms) Prad staty ICM 8 A
bazy Prad impulsu o 2 A
bazy (tp <5 ms) 1BM 4 A
Temperatura wody=25°C 1.5
Rozpraszanie mocy Ptot W
Temperatura Tj 150 °C
przechowywania zigcza Test -55150 °C
Opdr cieplny
Nazwa parametru Symbol Min [Typ Maks Jednostka

Opér cieplny od ziacza do obudowy REJC 2.1 °C/W
Opér cieplny od ztacza do otoczenia RSJA 83.3 °C/W
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Jezeli nie okreslono inaczej, Ta = 25°C
] Dane
Nazwa parametru Warunki|testu symbolu : : jednostia
technigzne Min{ Typ. Mdks.
Prad odcigcia kolektor-baza 180 VCB=700V, IE=0 0,1 mA
Prad odciecia kolektor-emiter VCE=400V, IB=0 0,1 mA
Prad odciecia emiter- baza VEB=9V, IC=0 0,1 mA
Napiecie kolektor-baza ICEO IC=0,TmA 700 w
Napiecie kolektor-emiter IEBO VCBO VCEO 400 w
Prad przewodzenia IC=1mA JEBO 9 w
wspdlnego emitera Warto$¢ statyczna stosunku przenoszenig hi#E=0,1mA 15 30
VCE=5V, IC=1A 0.75 0.9
Stosunek hFE1 przy niskim pradzie do hFE2 przy wysokim pradzigwynosi hFE1/ hFE2 hFE,I VCE=5V ! 4
Napiecie nasycenia kolektor-emiter VCE sat IC=50mA 03 1 w
Napigcie nasycenia baza-emiter Napigcie VBE s hFE2:VCE=5V, 0,9 1,5V
przewodzenia diody Czas Wf IC=1A IC=2A, IB=0,5A IC= ZA, IB=0,E Ajeieli 32 A«S \'
przechowywania ts 2 4
Czas narastania tr u19600, IC=0,5A 1
Czas opadania tfu 0,6
. VCESTOV, ICZ0,5A F=1MHz 5 MHz
test
impulsowy, szeroko$¢ impulsu tp  300us, wspétczynnik wypetnienia & 2%
* pojemniki ts 2~ 3 ~ 4ps Klasyfikacja hFE : 15~20~25~30
Substandje lub pierwiastki toksyczne i niebezpieczne
L. Poliromonany Polibromowany Heksabromocykliczny Ftalan Ftalany Ftalany
Nazwa czesci
Olow rte¢ kadm a y Bifenyl terfenylowy Dodekan Mrozny Kwas dibutylowy | kwas benzyiowy buiony
(Wymagania dotyczace treéci)
olow Hg ohtaco crv ONZ PBD HBCD DEHP DBP BBP
01% 01% 001% 0f% 01% O01p 01% 0,11% 01% 0,1%
0 . . 0 . . 0 . 0
Ramka prowadzaca«
S ) 0 0 0 0 ° ° 0 ° °
Zywica plastikowa
. , . . . . ° . ° . . .
Umierac
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0
Wewnetrzny oléw
j X 0 . . 0 0 . 0 . 0
lutowac
«: Oznacza, ze zawartos¢ pierwiastka jest nizsza od limitu wymaganego w normie S)/T11363-2006 .
zilustrowac x: Oznacza, ze zawarto$¢ pierwiastka przekracza wymagania graniczne okreslone w normie SJ/T11363-2006 .
Lut w obecnym produkcie zawiera otéw (Pb), ale jest zwolniony z dyrektywy UE RoHS .
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Krzywe charakterystyczne

Obszar bezpiecznego dziatania (pojedynczy impuls)

Krzywa zaleznosci Ptot- Ta
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Wymiary: TO-126F

. Wartos¢ standardowa (mm)
A ¢ projekt
o - Minimum Maksymalna
,. i A 7,50 8.20
N\ X /] B 10:30 11.20
@ VE AN c 3.10 3,50
a 1,70 2.20
I 0,60 0,80
os} G
F 0,30 0,60
G 117 1.37
- H 1,90 2.30
E
K 3,60 3,80
F TO-126 15,00 17,00
MU o L TO-126-T 8,50 9,50
= T0-126-S 5,00 6.20
N 2.09 2,49
b P 2,90 3.10

Opakowanie

1) Mate opakowanie produktu pakowane jest w plastikowe torby po 400 sztuk/worek;
2) $rednie opakowanie produktu to $redniej wielkosci kartonowe pudetko, w ktérym znajduije sig 10 opakowari;

3) Produkt pakowany jest w duze pudetka tekturowe , po 5 pudetek w kartonie.

Srodki ostroznosci

1) Wszystkie produkty wysytane przez China Resources Huajing spefniaja parametry elektryczne i wymiary odpowiednich specyfikacji; w przypadku produktéw ze specjalnymi wymaganiami klientéw obie strony podpisza odpowiednia umowe

Umowa techniczna.

2 ) 23ieca se, aby urzadzenie bylo utytkowane pry maksymalnych parametrach  30% Nastepujace zastosowania; podczas instalaji nalezy zwréci¢ uwage na napreze aby zapobiec produktu przez nie;
Unikaj zblizania sig do h sie 6w; zwracaj uwage na p i czasu lutowania.
3 Ta specyfikacja jest tworzona przez China Resources Huajing Company i jest stale Nie bedzie o jej aktualizacji
Kontakt

Wuxi China Resources Huajing Microelectronics Co., Ltd.

Adres firmy: No. 14 Liangxi Road, Wuxi City, prowincja Jiangsu, Chiny

Kod pocztowy: Strona internetowa: http://www.crhj.com.cn
214061Tel : 0510-8580 Faks: 0510-8580 0864 Tel:

7228Dziat marketinguKod pocztowy: 214061 0510-8180 5277 / 8180 5336 E-mail:
sales@hj.crmicro.com. Faks: 0510-8580 0360 / 8580 3016 Faks: 0510-8180 5110

Telefon do obstugi aplikacji : 0510-8180 5243

Wuxi China Resources Huajing Microelectronics Co., Ltd. Wydanie 2012 4/4


mailto:sales@hj.crmicro.com

